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窒化アルミニウム (AlN) 薄膜は、移動通信機器に搭載される周波数フィルタであるバルク弾性

波 (BAW) フィルタ材料等に応用されている[1, 2]。周波数フィルタに適する AlN 薄膜は、平滑な表

面と良い配向度を持っている必要があり、本研究ではそれらを同時に実現できるようなスパッタ

条件を探索している。平滑な表面を得るためには低電力環境下でのスパッタリングが有効である

が[3]、これまでの研究で AlN 薄膜が結晶化しにくいことがわかっている[4]。低電力を維持しつつ

もガス圧力を低くできれば、ガス粒子と被スパッタ粒子等の衝突によるエネルギー散逸が生じに

くくなり[5]、薄膜の結晶化に用いられるエネルギーが効率よく輸送されるようになるため、良い

配向度を持った AlN 薄膜が得られやすいと考える[6]。本研究では一般的なマグネトロンカソード

より低電力・低ガス圧力環境下でスパッタ成膜可能な磁気ミラー型マグネトロンカソード[7]を用

いて AlN 薄膜の成膜を試みた。Al ターゲット (純度 99.99%、φ50 mm) 、スパッタリングガス Ar : 

N2 = 0.8 : 0.2、ガス圧力 0.1-0.3 Pa、投入 RF電力 30-200 W、ターゲット−基板間距離 50 mm、非

加熱の Si(100) 基板を用いた。薄膜の結晶構造や化学結合状態等について、X線回折装置 (XRD)、

X 線光電子分光装置 (XPS) 等を用いて評価した。 

Fig. 1 に、投入 RF電力 50 W 時の out-of-plane の XRD 測定結果を示す。0.1 Pa の条件で確認さ

れる 35.58°のピークは、c 軸配向 AlN 薄膜が得られたことを示している。本ピークは In-plane の 

XRD 測定結果からも h-AlN (002) に帰属することが確かめられた。また、0.2 Pa の条件では h-AlN 

(002) の明確なピークは得られなかった。本研究に

より 50 W の低電力時においても、0.1 Pa の低ガス圧

力環境を実現できれば、配向性の良い AlN 薄膜が得

られることを示した。 
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Fig. 1 Sputtering gas pressure dependence of 

out-of-plane XRD spectra (Input RF power 50W) 
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